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本論文は薄膜 801 M08FET (薄膜 801 素子〉の高速・低消費電力 L81 の応用に関する研究成果をまとめたもの
で，本文 7 章から構成されている。
第 l 章は薄膜 801 素子の特徴を概説するとともに，短チャネル領域での特性把握・デバイス構造の最適化の必要
性を説明し本論文の目的と意義を明らかにしている。
第 2 章では薄膜 801 素子を形成する 81MOX 基板の結晶性向上について述べ，酸素イオン注入後の超高熱処理
(---1350 0C) のアニール昇温過程を工夫し格子間シリコンの発生を抑制することにより転位密度を約 2 桁低減する
ことが可能であることを明らかにしている。
第 3 章では短チャネル薄膜 801 素子のデバイス構造設計に関して述べ，増大するソース・ドレイン抵抗を低減す
るためにサリサイド構造を導入し抵抗を最大限に低減できる Ti8i 2 膜厚と 801 膜厚との相関を明らかにしさら
に，寄生バイポーラ動作により低下するドレイン耐圧を向上させるためにゲートオーバーラップ LDD 構造を取り入
れ，電流駆動能力を保持しながら耐圧向上が得られることを明らかにしている。







第 5 章では以上の要素技術の研究成果を取り入れて最適化されたデノくイス構造を用いて， ロジックデバイスである
16 ビット乗算器およびメモリデバイスである256kbit 8RAM を作製し， 0.6μm L81 レベルの薄膜 801 デバイスの
高速性・低消費電力性を明らかにしている。
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第 6 章では0.1μm 薄膜 801 素子の基本構造検討を行い，良好な特性を得るためには 801 層を少なくとも20nm
以下に設定すること，さらに?チャネル端容量を低減することが必要であることを明らかにしている。







(1)薄膜 801 素子を形成する 81MOX 基板を工業レベルで生産できるようにな1350 0Cの熱処理が可能なアニール装
置を開発するとともに，アニール昇温過程を工夫することにより転位密度を約 2 桁低減することに成功している。






(4) 最適化された薄膜 801 素子を実際にデ、ィープサブミクロン L81 に応用し，ロジックデバイスとして16 ビット乗
算器，メモリデバイスとして256kbit 8RAM において高速・低消費電力動作を得ることに成功している。
(5) 将来，薄膜 801 素子がデバイスの基本構造となることが期待されている0.1μm 素子において，良好な特性を
得るためのデバイスパラメータを明らかにしている。
以上のように，本論文は，薄膜 801 素子を短チャネル L81 の高速化・低消費電力化に適用する上で多くの有用な
知見を得ており，半導体工学・電子工学の発展に寄与するところが大である。よって本論文は博士論文として価値あ
るものと 3忍める。
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